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【公表日】平成20年7月10日(2008.7.10)
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【手続補正書】
【提出日】平成20年12月3日(2008.12.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ホスゲン化工程における温度が０～４０℃であり、かつ触媒添加時における反応混合物
の温度が１０～４０℃であり、触媒が溶液中に存在し、かつビスフェノールのモル対ホス
ゲンのモルの比が１：１．０５～１：１．２０であることを特徴とする、ポリカーボネー
トの製造方法。
【請求項２】
　カーボネート構造の加水分解後に測定される式（１）

【化１】

（式中、
　Ｒ１およびＲ２　は互いに独立して水素またはＣ１～Ｃ１２－アルキルであるかまたは
　Ｒ１およびＲ２　は全体としてＣ４～Ｃ１２－アルキリデンであり、
　Ｒ３およびＲ４　は互いに独立して水素またはＣ１～Ｃ１２－アルキルであるかまたは
Ｒ３およびＲ４はそれらが結合している炭素原子と共にシクロヘキシルまたはトリメチル
シクロヘキシルを形成する。）
の化合物の含量が０．２５ｐｐｍ～１８０ｐｐｍである、請求項１記載のポリカーボネー
トの製造方法。
【請求項３】
　触媒添加時における反応混合物の温度が５～３６℃であることを特徴とする、請求項１
記載の方法。
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